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FILMES DE GaAs DOPADOS qé'! SILICIO, CRESCIDOS POR MBE: CABACTERIZM,‘M E
MORFOLOGIA DA SUPERFIUIE - E. Basms:i} .3

L ti, 1.M. Ceschiz ¥ Mioliara, . Minami. FE.:
Manzoli e B. Scherappe nstxtglo de ;151ca e Qu1m1£: de Saz ca:h@s - USe (' CARS - Franga)
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LP32 Filmes de GaAs/dcpados com silicio foram crescidos por MBE, com espessura
de 3 3 4 um. Os mesmos foram caractesrizados por zedidas de efeaito Hall, xo:olumxnescencxa e

fotocondutividade a temperatura de 77 K. Mostramos também resulitados com relagao a morfologia
da superficie obtidos por SEM.
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